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型 とも言 える 一次元 Heisenbergモ デ ル （ス ピ ン の 数が 4 以 上 の 場合 ）及び s − d モ デ ル
，
　 And −

erson ノ・ ミル トニ ァ ン と よ く似た デ ル タ函数型 の 相互 作用をす る
一

次元 Fermion 系 モ デ ル （粒

子 数が 4 以上で か つ 結合定数を無限大と した 場合 ）に 対し て 行な う。

9． 真空紫外光電子 分光法 に よ る金 属微粒 子 の 研究

近　藤 史

　要旨

　ご く少 数の 原子か ら成る金属微粒 子 で は ， 電 子 の エ ネ ル ギー
準位は 離散的で あ D，構成原子

数が増す と と もに バ ン ド構造に 移る は ずで あ る 。

　真空紫外光電子分光法 （ultraviolet 　photoelectron　spectroscopy ： UPS ） に よ っ て ， こ の 移行過

程 を追跡 す る こ と を 目的 とす る 。 こ の た め， ガラ ス 下地上 に 真空蒸着 で Au の 島状膜 をつ くり，

Au 微粒子 を HeI で励起 し て UPS ス ペ ク トル の 観測 を行 な っ た 。

　実験装置は ， 以 前中村昇氏 と共同製作 した もの に
，

い くつ か の 改良 を加 えた もの を用 い
， そ

の 調 整 を行な っ た 。 改良に よ っ て ， 信号強度 ， 分解能 SIN を向上 させ る こ とがで きた 。　 Au

の 蒸着量 の 増加 とと もに UPS ス ペ ク トル が変化す る様子 が観測で きたが ， お そ ら く散乱電 子

に起因 す る と思わ れ る ピー
ク がデ ー

タ
ーの 解釈 をあ い ま い に す る 。 そ こ で 試料 に 電位 を加 え る

こ とに よ っ て ，そ の 影響 を減少 さ せ る こ とに成功 した 。 た だ し ， UPS ス ペ ク トル の 観測 か ら

金属微粒 子 の 電子状態 を論ず る域に は ま だ 達 して い な い
。

10． GaAs ／Al （｝aAs ヘ テ ロ 界面 2次元電 子 系

　　　の 磁気抵抗効果 と非弾性散乱時間

滋　野　博　之

要 旨

　GaAs ／A 且GaAs ヘ テ ロ 界面 2 次 元電 子系 の 負磁気抵抗効果 を ， 4．2K か ら 0，5K まで の 温

度領域で 測定 し，弱 い ア ン ダ ー
ソ ン 局在領城に お ける 電子局 在 非弾性散乱時間に つ い て 研究
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した 。

　測定に用 い た 試料は ， （A ）電子濃度 44 × 1015
』
1／m2 ， 移動度 5．6m2 ／v ．s ， （B）電子濃度

1．8 × 10151 ／m2 ，移動度 16　・− 18　m2 ／v ．s ， 及び （C）ゲー
ト電圧 に よ っ て 電子濃度を制御す

る こ と がで きる 高電子移動度 トラ ン ジス タ （HEMT ：電 子濃度 2．2 −− 6．8x10151 ／m2 ， 移

動度 4．5 〜 25m2 ／v ．s ）の 3 種で あ る 。
＊

　試料 （A ）， （C）の 電気伝導率 の 磁場依存性は ， Kawabata の 電子局在に よ る負磁 気抵抗理 論に

よ り説 明 され た 。 Kawabata理 論に よ る 解析の 結果 ， 得られ た 非弾性散乱確率 （1ノτ
， （exp ））の

温度依存性は ， Fukuyama　and 　Abrahamsの 大角散乱に お け る非弾性散乱確率 の 理 論 （1ノτ
、

°
）

と ・
Altshuler，　Aronov　and 　K   lelnjtsky 及 び Fukuyama に よ る 小角散乱確率 の 理 論値 （1／τ

e ）

の 和 ｛1ノ・
・（。。 p广 1ノ・

・

°
＋ 1〆i

， ｝

で ほぼ 説明で きる 。

　
一

方， 試料 （B）に おい て 1．1K ，0 か ら 110Gauss ま で の 磁場領域 で ， 磁 場 の 2 乗に 比例す

る負磁気抵抗 を見い 出 した 。 こ の 負磁気抵抗は 磁場 の 垂 直成 分の み に 依存 し ， 最大 で 10 ％ の

変化が ある 。 が こ の 異常に 大きな負磁気抵抗を説明す る理論は な い
。

＊

　試料 （A ），（B）は ，東大生産研究所榊研究室 にお い て ， 試料 （C）は ， 東芝総合研究所 に お

　 い て 製作 され た 。

11．　 GaAs 単結晶の 内部摩擦 （超音波吸 収）

平　野　立　一

　 要旨

　GaAs 単結晶は 圧電半導体で あ る 。 したが っ て 超音波 に よ り結晶 が歪 む と ， 結晶内に圧 電分

極を発生 し ， こ れ を打ち消 す よ うに キ ャ リア
ーが移動す る 。 キ ャ リア

ー
の 移動に よ リジ ュ

ール

熱が発生す る の で こ れ が 内部摩擦 とな っ て 現わ れ る 。 故に 内部摩擦 を測定 す る と， 電気伝導度

が 測定で き る 。 本実験で は 室温 で 光 を照射 し ， GaAs の 電気伝導 を変え ， 内部摩擦 と音速の 変

化率を測定し た 。 弾性定数の 実数部 を横軸 に
， 虚数部 を縦軸に とっ て プ ロ ッ トす る と， 横軸上
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